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【緒言】 
エネルギー変換装置の小型化、高効率化にむけてSiCパワーデバイスが注目されており、特にトレ

ンチMOSFETは低オン抵抗デバイスとして近年開発が進んでいる。我々はトレンチMOSFET特性と
製造プロセスの関係ついて検討しており、その中で高温イオン注入用マスク形成プロセスがドレイン
電流リークに及ぼす影響に注目した。従来はドライエッチングにより酸化膜マスクを形成しているが、
ここでSiC基板表面にエッチングダメージが入るとドレイン電流リークが増大する、と推定している。
そこでドライエッチングなしでイオン注入マスクを形成できる耐熱マスクレジスト[1] [2]を適用するこ
とによりドレイン電流リークを抑制できると考え、比較検討を行った。 
【実験方法】 
デバイスの製造と評価は TPEC（つくば）の SiC デバイス試作設備により行った。従来法によるマ

スク形成は、①CVDによる酸化膜形成、②フォトレジストのパターン形成、③酸化膜ドライエッチン
グ、④フォトレジスト除去、により行った。一方、改良法によるマスク形成は、東レ開発品の耐熱マ
スクレジスト“SP-D1000”を使用し、①耐熱マスクレジストのパターン形成、②焼成、により行った。
これらのマスクを使用して５００℃でイオン注入を行った。 
【結果】 
従来法と改良法のそれぞれについて、1mA 通電時の降伏電圧（BVdss）、および 1200V 印加時のド

レイン-ソース漏れ電流（Idss）を測定し、横軸にBVdss、縦軸に IdssをプロットしたものをFig.1に示
した。図中の点線は Idssの許容上限値を示している。その結果、従来法では Idssが許容値以下となる
個体が41%であるのに対し、改良法では分布の傾きが緩やかになり、Idss が許容値以下となる個体が
76%と大きく改善されることが分かった。その他のMOSFET特性は両方の方法で同等であった。以上
により、ドライエッチングによる基板表面へのダメージがドレイン電流リークに大きな影響を与えて
いることが検証できた。 
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